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ЭПИТАКСИАЛЬНЫЙ РОСТ �ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ НА СКОЛОТЫЕ В ВАКУУМЕ 

·И В ВОЗДУХЕ ИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ 

Многие вопросы :шитаксии металлов при термическом напылении их в 
вакууме на монокристаллические подложки остаются нелепыми. Удовлетво­
рительной теории, объясняющей это явление, до сих пор нет, как нет и на­
дежной методики выращивания монокристаллических пленок с помощью 
этого явления [1, 2]. 

Получавшиеся нами обнадеживающие результаты при напылении пле­
нок Fe, Ni и Со в сравнительно низком вакууме (5-2 ·10-4 .м.м рт. cm.) [3] 
на кристаллы N aCl и др. заставили более детально заняться выяснением вли­
яния на эпитаксиальный рост пленок состояния поверхностей сколов под­
ложек. Данная статья в основном и посвящена итогам этих исследований. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Напыление пленок производилось на установках двух типов, обеспечи­
вающих во время распыления металла вакуум 2 ·10-5 и 2 ·10-4 .м.м рт. cm. 
В камере установки с более низким вакуумом было сконструировано при­
способление для СI{алывания (точнее, сламливания) кристаллов в вакууме. 
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Рис. 1. Схемы приспособлепил 
для скалывания (разлома) кри­
сталлов-подложек в вакууме 
(а) и напыления пленок на 
сколотые в воздухе кристаллы-

подложки (6) 
1 - подложиа; 2 - нагреватель­

подложии; 3 - испаритель; 4 -

термопара; 5 - ирючои для разло-

ма иристалла; 6 - заеловна 

Схема приспособлепил показана на рис. 1 ,а. Путем изменения длИны заслон­
ки 6 можно было напылять пленки при разных временных интервалах ,; 
между моментом образования поверхности скола и началом отложения 
металла. На рис. 1 ,б схематично ' изображено взаимное расположение 
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